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内容概要

本书是有关电源完整性设计和建模方面的一部丰富而又生动的指南。
书中通过真实的案例分析和可下载的软件实例，描述了当今高效电源分配和噪声最小化的设计与建模
的前沿技术。
作者介绍了电源配送网络组成部件、分析技术、测量技术及建模需求；详尽解释了电源／地平面建模
，包括平面特性、集总模型、基于分布电路的方案等；介绍了几种先进的时域仿真技术（例如宏模型
），并讨论了它们的优缺点；此外还展示了建模技术在多种高级案例中的应用，包括高速服务器、高
速差分信令、芯片封装分析、材料特性、嵌入去耦电容器和电磁带隙结构等。
    本书可作为研究电源完整性的电子工程师、系统设计师、信号完整性工程师、材料工程师等技术专
家及相关专业师生的参考资料；对于研发高速系统分析软件的工程师，同样也会从书中受益。
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章节摘录

　　第1章　基本概念　　电源配送是当今系统设计中的主要挑战。
随着系统的小型化和封装（package）电路板中采用新的材料，这一挑战在今后十年里必将与日俱增。
随着器件规模变大，更多的晶体管被集成到一个芯片中；随着电压的降低，与此相对应的功率和电流
量级将会提高。
千兆比特的信号将通过封装和电路板传播，因此，能否为晶体管电路提供一个干净的电源将变得至关
重要。
此外，为了管控耦合和串扰（crosstalk），必须降低系统中的电磁干扰量级。
　　本章主要阐述电源配送的基本概念。
在介绍电源配送网络（Power Delivery Network，PDN）构成部件的同时，通过实例对这一网络的分析
方法学进行讨论。
　　1.1　引言　　1.1.1　晶体管的功能　　微处理器、现场可编程门阵列、存储器一类的集成电路
（IC）及其他专用IC，其内部都是由许多晶体管组成的。
晶体管是多端开关，可以通过信号来控制晶体管的开通或关断。
开和关的位置决定流经该器件的电流。
在互补金属氧化物半导体（CMOS）场效应晶体管（M0sFET）工艺中（这是微处理器设计中最流行的
工艺），使用两种类型晶体管即NMOS（n沟道）晶体管和PMOS（p沟道）晶体管。
有关这些器件的详细工作原理请参见参考文献。
为简单起见，我们在本书中假定这两种晶体管都是三端器件，可以用开关来表示，如图1.1所示。
这三个端分别称为栅极（G）、源极（s）和漏极（D）。
通过在栅极和源极之间加上一个电压，可以开通或关断流过晶体管的电流（对于NMOS晶体管来说，
电流从漏极流向源极；PMOS晶体管则相反）。
因为NMOS晶体管必须在栅极施加电压才能使电流流过晶体管，所以称为常断开关。
如果一个二进制的0（逻辑电平为低）信号作用于栅极，则开关关断；当一个二进制的1（逻辑电平为
高）信号作用于栅极时，则开关开通。
PMOS晶体管刚好相反，二进制的作用于栅极则电流关断；而二进制的0作用于栅极则电流通过，即开
关开通。
因此，PMOS晶体管被称为常通开关。
把NMOS晶体管和PMOS晶体管的漏极和栅极分别接在一起可以构成反相器。
在所有集成电路中，反相器都是基本构件之一。
本节我们将讨论这种反相器。
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